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INFORMACION BASICA/BASIC INFO

*PROYECTO/PROJECT: Proyetoarticulo 60 con la empresa ANALOG

*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACION, RECUPERACION Y RESILIENCIA/100% EU
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE:

*PUESTO OFERTADO/TITLE OF THE POSITION: INVESTIGADOR

*N2 VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE: 1

*CATEGORIA/RESEARCHER PROFILES: First Stage Researcher (R1)

*DEPARTAMENTO/DEPARTM ENT: CENTRO DE ELECTRONICA INDUSTRIAL (CEI)

*DIRECCION/WORK LOCATIONS:

ETSII
¢/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid

INFORMACION DE CONTRATACION/HIRING INFO

*AREA TECNOLOGICA/WORK TECHNOLOGY AREA: P-154 Electrénica
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD: Engineering - Electronic engineering
*FUNCIONES/OFFER DESCRIPTION:

Modelar, disefiar y caracterizar convertidores de potencia de alta frecuencia basados en GaN. Disefio de control digital
Model, design and characterize high frequency power converters based on GaN. Design of digital control

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT: Indefinido de Actividades Cientifico-Técnicas Art. 23.bis Ley de la Ciencia
*JORNADA/JOB STATUS: Jornada completa

*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK: 375

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: si

*SALARIO BRUTO ANO/SALARY OFFERED: 22500

*FECHA LIMITE INSCRIPCION/APPLICATION DEADLINE: 10 diss laborables posteriores a publicacion
*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT: 1s/10/2023
*DURACION DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT: s

*FINANCIACION PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK
PROGRAMME?: Not funded by an EU programme

PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: No

INSCRIPCION/APPLICATION

*EMAIL DE |NSCR|PC|6N/APPL|CAT|ON EMAIL: yolanda.rodrigo@upm.es; miroslav.vasic@upm.es
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON: wiroslav vasic
WEBS'TE: www.cei.upm.es

*Campos obligatorios/Required fields
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REQUISITOS/REQUIREMENTS

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL
PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 1/MAIN RESEARCH FIELD 1: Engineering
@) NIVEL/LEVEL: Ingeniero Superior/Licenciado
. PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 2/MAIN RESEARCH FIELD 2: Engineering
O  NIVEL/LEVEL: Ingeniero Superior/Licenciado
HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMATICA/SKILLS/QUALIFICATIONS:

El candidato tiene que saber disefiar y caracterizar componentes semiconductores de alta
frecuencia (basados en GaN) y disefiar PCBs para aplicaciones de potencia de alta frecuencia. El
candidato tiene que saber utilizar: ANSYS Maxwell, ANSYS Icepak, LTSpice, MATLAB.

The candidate has to know to design and characterize high frequency semiconductor components
(based on GaN) and to design PCB for high frequency applications. It is required to know the
following software tools: ANSYS Maxwell, ANSYS Icepak, LTSpice, MATLAB.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

Conocimiento de electrdnica de potencia y de calculo de pérdidas en semiconductores.
Experiencia con GaN HEMT

Conocimiento de disefio de PCBs de alta frecuencia
Se requiere el conocimiento de analisis y modelado térmico de circuitos electrénicos.

Knowledge about power electronics and power loss estimation in semiconductors.
Experience with GaN HEMT

Knowledge about the design of the high frequency PCBs.
Knowledge to analyze and model thermal behaviour in electrical circuits.

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES:

IDIOMA 1/LANGUAGE 1: Inglés/English

O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto

O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Alto

0  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: Alto

« IDIOMA 2/LANGUAGE 2:

O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL:

O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL:

O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL:
IDIOMA 3/LANGUAGE 3:

O NIVEL LECTURA/READING LEVEL:

O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL:

O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL:

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:
CAMPO INVESTIGACION 1/RESEARCH FIELD 1: Engineering - Electronic engineering
O ANOS MINIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 1-4
CAMPO INVESTIGACION 2/RESEARCH FIELD 2: Engineering - Industrial engineering
O ANOS MINIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 1-4
CAMPO INVESTIGACION 3/RESEARCH FIELD 3:
O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:

*Campos obligatorios/Required fields
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INFORMACION ADICIONAL/ADITTIONAL INFO

BENEFICIOS/BENEFITS:

Se trabajard dentro de un equipo internacional para disefiar unas plataformas experimentales para
pruebas de GaN HEMT de potencia. En paralelo el candidato aprendera que impacto tiene la
ultima tecnologia de GaN al disefio de fuentes auxiliares y como esta tecnologia condiciona el
diesfio de convertidores de potencia desde el punto de vista de problemas térmicos.

The work will be developed inside an international team for the design of the experimental
platforms for power GaN HEMT testing. In parallel the candidate will learn which impact has the
latest GaN technology on design of the auxiliary power sources and how this technology conditions
the design of power converters due to possible thermal issues.

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCION/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion):

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de seleccién del nuevo Reglamento para el proceso de seleccion y
contratacion del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigacion de la
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de seleccidn del nuevo Reglamento para el proceso
de seleccidon y contratacién del personal investigador, personal técnico y personal gestor
relacionado con la investigacion de la Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM. /
The guidelines established in the selection process of the new Regulation for the selection and
hiring process of research staff, technical staff and management staff related to research at the
Polytechnic University of Madrid, approved at the UPM, are applied.

Se valorara la experiencia en: / Experience will be valued in:

Disefio de PCBs y electrdnica de potencia alta frecuencia basada en GaN HEMT

Design of high frequency PCBs and power electronics circuits based on GaN HEMT

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS:

*Campos obligatorios/Required fields
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